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Abstract of DE 19755792 (Al) 

A flat textile structure consists of bonded insulating 
textile material layers (1, 1', 1) which contain 
microstructured conductive wiring (2). A flat textile 
structure, with microstructured wiring, consists of 
electrically insulating textile material layers (1, V, 1) 
which are arranged at certain distances and in 
different directions and which are bonded together. 
Each layer contains electrically conductive wires (2) 
(and/or conductive filaments and/or linear organic 
conductive material structures) which are spaced 
apart by distances corresponding to the electronic 
components and bonding technology to be used and 
which have micro-interruptions (3) and micro- 
connections (4) for forming the desired circuit 
structure. The textile structure also has outwardly 
extending leads for electrical contacting. 
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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Priifungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

(g) Textiles Flachengebilde mit mikrostrukturierter Verdrahtung 

@ Die Erfmdung bezieht sich auf ein textiles Flachengebil- 
de mit mikrostrukturierter Verdrahtung, insbesondere 
zum Aufbau elekronischer Schaltungen unter EInsatz be- 
kannter Bindungstechnik. Das Flachengebilde besteht aus 
den Lagan eines mehrschlchtig aufgebauten textilen Fla- 
chengebildes (1, V, 1"). Dieses besteht aus elektrisch iso- 
jjerendem textilem Material sowie sinngemafS weiteren 
Lagen dieses Materials. In diesen sind in definierten Ab- 
standen und in festgelegten Richtungen elektrisch leitfa- 
hige Drahte (2) eingebunden. Diese Drahte (2) werden 
entsprechend der einzusetzenden elektronischen Bautei- 
le, wie Schaltkreise, angeordnet. Gleiches gilt fur die mu- 
stergemaBe Einbindung der elektrisch leitfahigen Drahte 
(2) mit Hilfe unterschiedlichertextiler Bindungstechniken. 
Die Lagen (1, V, 1") des textilen Flachengebildes konnen 
■ erzeugt und nachfolgend miteinander verbunden oder 
die Drahte (2) konnen Im Prozefl der textilen Flachenbil- 
k dung eingebunden werden. Entsprechend des Schal- 
tungsp lanes werden die Drahte (2) an den Mikrotrennstel- 
len (3) und Mlkroverbindungsstellen (4) getrennt oder 
verbunden. Das erfindungsgemaBe textile Flachengebil- 
de mit mikrostrukturierter Verdrahtung Ist besonders fur 
den Einsatz in der miniaturisierten Maschinentechnik we- 
gen der hohen Flexibilitat und wegen der raumlichen 
Drahtfuhrung zur elektrischen Signaliibertragung von 
Chip zu Chip und zu den Anschlussen geeignet. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein textiles Flachengebilde mit mi- 
krostrukturierter Verdrahtung, insbesondere zum Aufbau 
elektronischer Schaltungen. 5 

Die elektronische Schaltungstechnik verwendet konven- 
tionelle Leiterplatten, Hybridschaldareise und die derzeit 
hochaktuelie Folienmontagetechnik fiir die Multichipmon- 
tage. Dabei handelt es sich stets um planare Strukturcn, in 
denen mit additiver und Subtraktionstechnik mehrlagige lO 
Leiterbahnfuhrungen mit Durchmetallisierungen erzeugt 
werden. Eine Alternative, die sich im Unterschied zur plana- 
ren Leitungsebene einer raumlich vernetzten Leiterdraht- 
struktur bedient und dabei gleichzeitig ein hohes MaB an 
Rexibilitat besitzt, ist nicht bekannt. Es existieren zwar tex- 15 
tileEachengebilde, in denen Leiterdrahtstrukturen angeord- 
net sind, so daB elektrische Leitfahigkeit in einer Richtung 
erzielt wird oder das gesamte textile Flachengebilde elek- 
trisch leitfahig ist. Bei diesen herkommlichen texulen Fla- 
chengebilden handelt es sich aber um einfache meist gleich- 20 
strukturierte Gebilde mit geringer Anfordening an die late- 
rale Prazision. 

Bekannte Losungen sind Zaunbander gemaB 
DE4127 774A1 und DE40 36 886A1 und Heizmatten 
gemaB DE 42 21 454 Al sowie Sportanzuge, in denen uber 25 
elektrische Leiter Signale iibertragen werden gemaB 
DE38 21477A1. 

Weiterhin bekannt ist das Einarbeiten von elektrisch leit- 
fahigen Drahten in Fechterkleidung zur Signalgabe. 

Bekannt sind weitere textile Rachengebilde, die elektri- 30 
sche Leiter zur Abschirmung von elektromagnetischer 
Strahlung enthalten gemafi DE 41 32 985 Al. Meistens han- 
delt es sich bei den textilen Rachengebilden um Gewebe. 

Ferner sind nach DE 43 00 79 1 A 1 aber auch metalldraht- 
haltige Gewirke zur Herstellung von Katalysatoren ge- 35 
brauchlich, Diese bekannten textilen Flachengebilde sind 
zum Aufbau elektronischer Schaltungen nicht geeignet, da 
die Anforderungen der komplexen, auch auf mehreren Ebe- 
nen auszufiihrenden Verdrahtungstechnik elektronischer 
Schaltungen nicht erfiiUt werden. 40 

Der Erfindung Uegt die Aufgabe zugrunde, textile Fla- 
chengebilde zu schaffen, die als Tragermaterial fiir den Auf- 
bau elektronischer Schaltungen auf Hybrid- und Baugrup- 
penebene einsetzbar sind. 

ErfindungsgemaB wird diese Aufgabe mit dem in den 45 
kennzeichnenden Teilen der Patentanspriiche 1 und 2 be- 
schriebenen textilen Flachengebilde mit mikrostrukturierter 
Verdrahtung gelost. 

Die Erfindung wird nachstehend anhand von zwei Aus- 
fuhrungsbeispielen naher erlautert. 50 

In den Zeichnungen zeigen: 

Fig, 1 eine Prinzipskizze in perspektivischer Sicht eines 
mehrschichtig aufgebauten textilen Flachengebildes mit mi- 
krostrukturierter Verdrahtung 

Fig. 2 die schematische Draufsichl eines textilen Rachen- 55 
gebildes mit in zwei Ebenen angeordneten Verdrahtungen 
sowie Mikrotrenn- und Mikroverbindungsstellen 

Fig. 3 ein textiles Flachengebilde in Form einer zweilagi- 
gen Abstandsstruktur mit integriertem Elektronikbauteil im 
Querschnitt ^ 
Das textile Rachengebilde nach Fig. 1 besteht aus den La- 
gen eines mehrschichtig aufgebauten textilen Rachengebil- 
des, bestehend aus elektrisch isolierendem textilem Material 
1, r, 1" sowie sinngemaB weiteren Lagen des elektrisch iso- 
lierenden textilen Materials - beispielsweise Geweben oder 65 
Gelegen - mit in definierten Abstanden und in festgelegten 
Richtungen eingebundenen elektrisch leitfahigen Drahten 2. 
Das Leitermaterial und die Abstande der elektrisch leitfahi- 
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gen Drahte 2 in den einzelnen Lagen 1, 1' und 1" sind ent- 
sprechend der einzusetzenden elektronischen Bauteile, wie 
Schaltkreise, angeordnet. 

Gleiches gilt fiir die mustermaBige Einbindung der elek- 
trisch leitfahigen Drahte 2 mit Hilfe unterschiedlicher texti- 
ler Bindungstechniken. Die Lagen 1, 1', 1" des textilen Ra- 
chengebildes nach Fig. 1 konnen einzeln erzeugt und nach- 
folgend miteinander verbunden werden - beispielsweise 
durch Kleben - oder die Verbindung der einzelnen Lagen 1, 
1', 1" erfolgt im ProzeB der textilen Rachenbildung. Bei- 
spiele fur letzteren Fall sind mehrlagige Gewebe oder Ab- 
standsgewirke. Die Mikrostruktur der elektrisch leitfahigen 
Drahte 2 innerhalb des textilen Rachengebildes gemaB Fig. 
I entspricht der jeweiligen schaltungstechnischen Aufgabe. 
Hierzu sind die elektrisch leitfahigen Drahte 2 durch die tex- 
tile Mustergestaltung mit unterschiedlichen Fadenlegungen 
funktionsgerecht angeordnet. Weiterhin sind zur Erzeugung 
der Mikrostruktur des textilen Rachengebildes Mikrotrenn- 
stellen 3 und Mikroverbindungsstellen 4 zwischen den elek- 
trisch leitfahigen DrShten 2 innerhalb einer der Lagen 1, 1\ 
V sowie zwischen den Lagen 1, 1', 1" entsprechend des 
Schaltungsplanes vorgesehen. Die Mikrotrennstellen 3 ent- 
stehen beispielsweise durch mechanisches Durchtrennen 
der elektrisch leitfahigen Drahte 2 unter einem Mikroskop. 
Die Mikroverbindungsstellen 4 sind z. B. Lolslellen oder 
Klebestellen mit elektrisch leitfahigen Verbindungswerk- 
stoffen. 

Im einfachsten Fall kann die in Fig. 2 dargestellte recht- 
winklige Verkreuzung der elekuisch leitfahigen Drahte 2 
vorliegen. 

Innerhalb der Lagen 1 und 1' aus elektrisch isolierendem 
textilem Material sind die elektrisch leitfahigen Drahte 2 in 
gleichmaBigen Abstanden eingebunden. Die Mikrotrenn- 
stellen 3 und Mikroverbindungsstellen 4 dienen dem elektri- 
schen Schaltungsaufbau. Die Auslaufer der textilen Struktur 
5 in Form von Rottungen oder Maschen dienen der elektri- 
schen Kontaktierung nach auBen bin. 

Die Fig. 3 zeigt ein textiles Rachengebilde in Form einer 
zweilagigen Abstandsstruktur. Obere Lage 6 und untere 
Lage 7 der Abstandsstruktur werden durch abstandshaltende 
Faden 8 fixiert. In entsprechend ausgeformten Hohlraumen 
zur Bauteilaufnahme 9 sind Eleku-onikbauteile 10 vor me- 
chanischen Einwirkungen geschiitzt, eingefiigt. Die elektri- 
sche Verdrahtung und Kontaktierung ist, wie bereits darge- 
legt, ausgefiihrt. Anstelle der Drahte 2 ist die Verwendung 
von elektrisch leitfahigen Faden, wie melallisierie textile 
Faden oder organische leitfahige Materialien in linienfbrmi- 
ger Struktur moglich. 

Die Erfindung ermoglicht den Ersatz der gedruckten Lei- 
terplatten und der Hybridschalticreise durch den Einbau ak- 
tiver und passiver elektronischer Bauelemente in raumli- 
chen textilen Strukturen, deren Auslaufer sich zur elektri- 
schen Kontaktierung eignen. 

Das erfindungsgemafie textile Flachengebilde mit mikro- 
strukturierter Verdrahtung ist besonders fiir den Einsatz in 
der miniaturisierten Maschinentechnik wegen der hohen 
Rexibititat und wegen der raumlichen Drahtfiihrung zur 
elektrischen Signalubertragung von Chip zu Chip und zu 
den Anschliissen geeignet. 

Die textile Mustergestaltung ermoglicht durch die Vielfalt 
der unterschiedlichsten Bindungsformen den Aufbau texti- 
ler Rachengebilde zur Realisierung komplexer elektroni- 
scher Schaltungen unter Ausnutzung der lateralen Prazision 
und Reproduzierbarkeit des textilen Prozesses auch bei klei- 
nen Stuckzahlen. 

Anwendungsfelder der Erfindung sind die Ansteuerung 
bewegter Maschinenteile in der Elektromechanik, die flexi- 
ble Verbindung zu Peripheriekomponenten, wie Tastaturen, 
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Displays, Sensorarrays und Aktuatorsystemen, extrem tronikbauteil (10) angeordnet ist. 

platzsparende Konstruktionen fiir die Fahrzeugtelekommu- 

nikation, medizintechnische Applikationen sowie der Ersatz Hierzu 3 Seite(n) Zeichnungen 

fur Motherboards durch verteilte Eiektronik. Es sind unge- 

hauste Chips entsprechend dem neuesten Stand der Miniatu- 5 
risierung einsetzbar. 

Die Erfindung ermoglicht die Chipanordnung auf eng- 
stem Raum und fuhrt damit zu einer Reduzierung des Platz- 
bedarfs der elektronischen Schaltungen. 

Ein besonderer Vorteil der Erfindung besteht darin, dal3 lo 
das textile Rachengebilde mit mikrostrukturierter Verdrah- 
tung lediglich aus Faden- und Drahtmaterial sowie verbin- 
dungstechnischen Zusatzwerkstoffen besteht, so daB bei sei- 
ner Herstellung im Gegensatz zu Schichtsubstrattechniken 
keinerlei schadliche Abfalle entstehen . 15 



Bezugszeichenliste 

1, 1', 1" Lagen eines mehrschichtig aufgebauten textilen Fla- 
chengebildes, bestehend aus elektrisch isolierendem texti- 20 
lem Material 

2 elektrisch leitfahige Drahte 

3 Mikrotrennstelle 

4 Mikroverbindungsstelle 

5 Auslaufer der textilen Kontaktierung 25 

6 obere Lage der Abstandsstruktur 

7 untere Lage der AbstandssUiiktur 

8 abstandshaltende Faden 

9 Hohlraum zur Bauteilaufnahme 

10 Elektronikbauteil 30 



Patentanspriiche 

1. Textiles Flachengebilde mit mikrostrukturierter 
Verdrahtung, insbesondere zum Aufbau elektronischcr 35 
Schaltungen unter Einsatz bekannter Bindungstechnik, 
dadurch gekennzeichnet, daB 

- dieses aus mehreren Lagen eines mehrschichtig 
aufgebauten textilen Rachengebildes, bestehend 
aus elektrisch isolierendem textilem Material (1, 40 
1', 1") in definierten Abstanden und in unter- 
schiedlichen Richtungen zueinander mit in jeder 
Lage (1, r, 1") angeordneten elektrisch leitfahi- 
gen Drahten (2) und/oder elektrisch leitfahigen 
Faden und/oder organisch leitfahigen Materialien 45 
in linienfbrmiger Struktur besteht, wobei die Ab- 
stande der elektrisch leitfahigen Drahte (2) in den 
einzelnen Lagen (1, 1', 1") der einzusetzenden 
elektronischen Komponenten und der eingesetz- 
ten Bindungstechnik entsprechen, 50 

- die Lagen (1, 1', 1") mit den elektrisch leitfahi- 
gen Drahten (2) miteinander verbunden sind, 

- die elektrisch leitfahigen Drahte (2) mittels von 
MikroU-ennstellen (3) und Mikroverbindungsstel- 
len (4) in jeder Lage (1, 1', 1") einen gewiinschten 55 
Schaltungsaufbau darstellen, 

- Auslaufer der textilen Suiiktur (5) gemaB der 
Bindungstechnik der textilen Flachengebilde nach 
auBen hin zur elektrischen Kontaktierung ange- 
ordnet sind. 60 

2. Textiles Rachengebilde nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB das textile Flachengebilde eine 
bekannte Abstandsstruktur mit abstandshaltenden Fa- 
den (8) aufweist, wobei die elekUisch leitfahigen 
Drahte (2) in den unterschiedlichen Ebenen in unter- 65 
schiedlichen Richtungen sich befinden und in dem ge- 
bildeten Hohkaum zur Bauteilaufnahme (9) ein Elek- 
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